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(57)【要約】
　プリント回路基板積層体の一又は複数の層において過渡保護材料を選択的に堆積するこ
とによるプリント回路基板上の敏感な素子の保護を開示する。
【選択図】　図８Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積過渡保護を備えたプリント回路基板であって、
　信号面、電力面、及び接地面から選ばれる一又は複数の面の一部に選択的に堆積された
過渡保護材料を備え、
　前記選択的に堆積された過渡保護材料は、前記一又は複数の面において導電材料と接触
しているプリント回路基板。
【請求項２】
　前記過渡保護材料は、円環形、閉曲線、及び多角形の一又は複数に堆積されている請求
項１記載のプリント回路基板。
【請求項３】
　前記過渡保護材料は、過剰電圧及び過剰電流の少なくとも一つに対して保護する特性を
持った、ＶＳＤＭ、及び、リセット可能な非線形ポリマーのうち少なくとも一つを含む請
求項１記載のプリント回路基板。
【請求項４】
　前記過渡保護材料は、電流又は電圧の正及び負の両方の過渡をクランプするために、双
方向に振舞う請求項１記載の集積過渡保護を備えたプリント回路基板。
【請求項５】
　前記過渡保護材料は、導電材料とビアパッドの間の領域を掛け渡し、
　前記導電材料と前記ビアパッドは、前記一又は複数の面上に配されている請求項１記載
の集積過渡保護を備えたプリント回路基板。
【請求項６】
　前記過渡保護材料は、導電材料と導電ビアバレルの部分との間の領域を掛け渡し、
　前記導電材料と前記導電ビアバレルの部分は、前記一又は複数の面上に配されている請
求項１記載の集積過渡保護を備えたプリント回路基板。
【請求項７】
　前記導電材料は、厚さが３ミクロン～１０ミルの範囲にある銅を含む請求項１記載の集
積過渡保護を備えたプリント回路基板。
【請求項８】
　前記過渡保護材料は、前記プリント回路基板の敏感な素子への近接度に応じて可変する
特性を持つ請求項１記載の集積過渡保護を備えたプリント回路基板。
【請求項９】
　集積過渡保護を備えたプリント回路基板を製造する方法であって、
　樹脂含有ファイバガラス布、ランダムファイバ、及びフィルム材料のいずれかを含む銅
クラッドコア材料を印刷及びエッチングするステップと、
　信号面、電力面、及び接地面から選ばれる一又は複数の面の一部に過渡保護材料を選択
的に堆積するステップであって、前記選択的に堆積された過渡保護材料を、前記一又は複
数の面において導電材料と接触させるステップと、
　前記銅クラッドコアを多層ＰＣＢ構造体内に積層し、ホールの形成、導電シードの堆積
、イメージング、めっき、外側層の銅のエッチングを含む前記ＰＣＢの製造プロセスを完
了させて、選択的に堆積された過渡保護材料の素子に接続された素子搭載パッドを形成す
るステップと、
　を含むプリント回路基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記過渡保護材料は、円環形、閉曲線、及び多角形の一又は複数に堆積されている請求
項９記載のプリント回路基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記過渡保護材料は、過剰電圧及び過剰電流の少なくとも一つに対して保護する特性を
持った、リセット可能な非線形ポリマー、並びに、ＶＳＤＭの少なくとも一つを含む請求
項９記載のプリント回路基板の製造方法。
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【請求項１２】
　前記過渡保護材料は、電流又は電圧の正及び負の両方の過渡をクランプするために、双
方向に振舞う請求項９記載のプリント回路基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記過渡保護材料は、導電材料とビアパッドの間の領域を掛け渡し、
　前記導電材料と前記ビアパッドは、前記一又は複数の面上に配されている請求項９記載
のプリント回路基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記過渡保護材料は、導電材料と導電ビアバレルの部分との間の領域を掛け渡し、
　前記導電材料と前記導電ビアバレルの部分は、前記一又は複数の面上に配されている請
求項９記載のプリント回路基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記導電材料は、銅を含み、
　前記過渡保護材料が前記銅に接触する領域が接触抵抗を減少又は制御するために貴金属
でコーティングされている請求項９記載のプリント回路基板の製造方法。
【請求項１６】
　集積過渡保護を有するシステムであって、
　長さ、幅、及び、断面領域を有する多層プリント回路基板と、
　少なくとも一つの信号領域、少なくとも一つの電力領域、及び、少なくとも一つの接触
領域を有する前記多層プリント回路基板における一又は複数の層の上に配された複数の電
気素子と、
　前記一又は複数の層又は領域の一部に選択的に堆積されており、前記一又は複数の層又
は領域のいずれかの導電材料と接触する過渡保護材料と、
　を備えるシステム。
【請求項１７】
　集積過渡保護を有する平坦分散キャパシタンス構造体であって、
　長さ、幅、及び断面領域を有する多層を備え、
　前記多層は、少なくとも一つのサブ合成構造体を含み、
　前記サブ合成構造体は、過渡保護材料及び少なくとも二つの導電材料層を有すると共に
、少なくとも１００ピコファラド・パー・スクエアインチのキャパシタンスを持つ平坦分
散キャパシタンス構造体。
【請求項１８】
　０．１ミル～４ミルの範囲の厚さを有する少なくとも一つの誘電体材料層を更に含む請
求項１７記載の平坦分散キャパシタンス構造体。
【請求項１９】
　前記過渡保護材料は前記サブ合成構造体の一部に選択的に堆積され、前記二つの導電材
料層の少なくとも一つに接触している請求項１７記載の平坦分散キャパシタンス構造体。
【請求項２０】
　集積過渡保護を有するシステムであって、
　長さ、幅、及び、断面領域を有する多層平坦分散キャパシタンス構造体と、
　前記多層平坦分散キャパシタンス構造体における一又は複数の層の上に配された複数の
電気素子と、を備えており、
　前記多層平坦分散キャパシタンス構造体は、少なくとも一つのサブ合成構造体を含み、
　前記サブ合成構造体は、過渡保護材料及び少なくとも二つの導電材料層を有すると共に
、少なくとも１００ピコファラド・パー・スクエアインチのキャパシタンスを持つシステ
ム。
【請求項２１】
　０．１ミル～４ミルの範囲の厚さを有する少なくとも一つの誘電体材料層を更に含む請
求項２０記載のシステム。
【請求項２２】
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　前記過渡保護材料は、前記サブ合成構造体の一部に選択的に堆積され、前記二つの導電
材料層の少なくとも一つに接触している請求項２０記載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【発明の背景】
【０００１】
　本明細書では、プリント回路基板（Ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａｒｄｓ）
、バックプレーン、ミッドプレーン、プリント配線板（Ｐｒｉｎｔｅｄ　ｗｉｒｉｎｇ　
ｂｏａｒｄｓ）、フレキシブル回路、リジッドフレキシブル回路、マルチチップモジュー
ル（ＭＣＭ）、及びインターポーザなどを、集合的に「ＰＣＢ」と称する。
【０００２】
　ビア構造は、典型的に、導電層の間にｚ軸方向（ＰＣＢのｘ－ｙ面に直交）の導電パス
を形成する。ビアホールは、レーザドリル、メカニカルドリル、及び、フォト解像に基づ
く技術等（これらには限定されない）を含む様々の技術によって形成される。続いて、ビ
アホールは、部分的又は全体的に導電材料（通常は金属）によって充填又はコーティング
される。ＰＣＢ設計の当業者に知られているように、このようなビザ構造は、ブラインド
、ベリード（充填式）、スルーホールとすることができ、また、導電層上にパッドを備え
ても備えなくてもよい。
【０００３】
　プリント回路基板上の敏感な素子は、静電放電（ＥＳＤ）の過渡的な現象によって損傷
を受けることがある。ＥＳＤは、例えば僅かのピコセコンドのうちに数十キロボルトのオ
ーダーで急上昇することが特徴である。低いピーク電圧レベル及び遅い立ち上がり時間と
なる他の過渡現象も、プリント回路基板に損傷を与えることがある。例えば、電圧の突然
の上昇は、接地不良のはんだごて又は電力スイッチングリレー、プリント回路基板に接続
された通信回路への雷撃などによって生じる。本明細書で使用する「過渡」という用語は
、ＥＳＤ事象だけでなく、直接又は間接的に電圧及び電流をプリント回路基板に生じさせ
、そのような電圧及び電流の振幅がプリント回路基板上の電子部品の劣化及び不具合を引
き起こす程に充分大きい、短時間の現象も包含する意である。
【０００４】
　図１Ａは、導電保護リング１０４によって保護されたプリント回路基板１０２を示す概
略図である。プリント回路基板（ＰＣＢ）１０２は、長さＬ及び幅Ｗを有している。図１
Ａにおいて、（複数の）導電保護リング１０４（図１Ａではそのうちの一つが見える）が
ＰＣＢ１０２の各外側層の周辺に備えられ、一又は複数の分散した個々の過渡保護デバイ
スがＰＣＢ１０２に取り付けられる。各保護リング１０４は、Ｉ／Ｏコネクタ１０６がＰ
ＣＢ１０２に搭載される場所でシャーシ接地に接続される。典型的には、人がＰＣＢをピ
ックアップする場合、まずはＰＣＢの周辺を触る。保護リング１０４をＰＣＢ１０２の周
辺に沿って配置することにより、保護リング１０４は、望まれない過渡電流をシャーシ接
地に向けてその流れを変える。このように、有害な電流がＰＣＢ１０２の過渡に敏感な素
子に向かって流れないようにされている。しかしながら、保護リングはＰＣＢ１０２の内
面１１２を保護することはできない。過渡保護の他の形態は、個々の過渡保護デバイスを
使用することである。
【０００５】
　分散型過渡保護デバイス１０８のような分散型の保護デバイスは、コネクタ１０６のよ
うな、ＰＣＢ１０２における信号及び／又は電力ラインがＰＣＢ１０２に入力される場所
に、取り付けることができる。しかしながら、分散型過渡保護デバイスは、ＰＣＢ上の貴
重な場所を使用する。例えば、米国特許第６，６５７，５３２号公報には、接地面と電気
伝導体の間に配置された良質の誘電体ポリマー又はガラスの薄い層からなる分散型過剰電
圧保護コンポーネントが開示されている。また、米国特許第６，６５７，５３２号公報に
は、可変電圧材料の複数の層を有する分散型過剰電圧保護コンポーネントも開示されてい
る。分散型過渡保護デバイスの非限定的な他の例として、正温度抵抗特性ポリマー（ＰＰ
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ＴＣ）又は電圧可変誘電体材料（ＶＳＤＭ）が挙げられる。ヒューズのように、ＰＰＴＣ
は過剰電流の損傷から回路を保護するのに役立つ。しかしながら、分散型ＰＰＴＣデバイ
スは、ＰＣＢ上の貴重な場所を使用する。
【０００６】
　過渡保護の他の形態として、例えば、ツェナーダイオードのようなオンチップ過渡保護
デバイス１１０が挙げられる。しかしながら、このようなオンチップ過渡保護デバイスは
、多くの過渡事象を効率的に消散させる程の充分な特性を持っていない。分散型及びオン
チップ型の過渡保護デバイスのいずれもが、高速の用途においてこれらのデバイスを不適
切にする過剰の固有の静電容量を持つことがしばしばある。分散型及びオンチップ型の双
方の過渡保護デバイスの主な保護メカニズムは、望まれない過渡エネルギを熱に変換する
ものである。このように、過渡の大きな振幅及び／又は過渡の大きな振幅に繰り返して曝
されるとオーバーヒートとなる傾向にあり、このことはデバイスの性能劣化を招くことに
なる。
【０００７】
　図１Ｂは、図１ＡのＰＣＢ１０２の１Ｂに沿った断面１５０を示す。断面１５０は、Ｐ
ＣＢが材料の複数の層１６０を含むことを示す。また、断面１５０は、保護リング１０４
、オンチップ過渡保護デバイス１１０、コネクタ１０６、及び、分散保護デバイス１０８
を示している。
【０００８】
　本発明のある実施形態では、電圧可変誘電体材料は、過渡保護材料として使用すること
ができる。過去に、電圧可変誘電体材料は、導電性を持たせることができる絶縁基板を作
成するために使用された。導電性のときに、電圧可変誘電体材料は、導電配線を作成する
ための電気めっきなどの電気化学プロセスに反応する。そのような方法が、米国特許第６
，７９７，１４５号公報に開示されている。すなわち、米国特許第６，７９７，１４５号
公報は、導電配線を作成するために伝導性にできる絶縁基板として電圧可変誘電体材料を
使用する技術を開示している。
【０００９】
　以上のことに鑑み、過渡保護の効果的な形態が必要とされている。
【典型的な実施形態の概要】
【００１０】
　ある典型的な実施形態では、集積過渡保護を備えるプリント回路基板（ＰＣＢ）は、信
号面、電力面、及び接地面、又はこれらの組み合わせから選ばれる一又は複数の面の一部
に選択的に堆積された過渡保護材料を備える。この選択的に堆積された過渡保護材料は、
一又は複数の面において導電材料と接触しており、ＰＣＢ内の複数の導電素子を掛け渡す
。
【００１１】
　ある実施形態では、非制限的な例として、選択的に堆積された過渡保護材料の異なる堆
積は、ＰＣＢ上の過渡に敏感な素子に関連した堆積箇所に応じ、また、過渡に敏感な素子
によって必要とされる保護のレベルに応じた、様々な特性を持つ。
【００１２】
　過剰電流を接地、信号、又は電力の分散面に向けるためにそのように選択的に堆積され
た過渡保護材料を使用することの一つの利点は、そのような分散面はヒートシンクとして
機能し、これによりＰＣＢ上の過渡に敏感な電子素子の劣化を改善できることである。
【００１３】
　これら及び他の実施形態並びにここに開示された他の特徴は、以下の説明を読み複数の
図面を参照することで、当業者にとって明らかとなる。
【詳細な説明】
【００１４】
　幾つかの実施形態では、過渡保護は、過渡保護材料をＰＣＢ積層体内に選択的に積層す
ることによって設けられる。そのような選択的に堆積された過渡材料を、ここでは過渡保
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護材料として称する。過渡保護材料は、定常状態で電気的に誘電的であるが、電圧又は電
流のあるレベルで励起して電気導電性を持つシリコンゴム、エポキシ、ポリイミド、テフ
ロン、又は他のポリマー等のベース樹脂を含む電圧可変誘電体材料である。過渡保護材料
は、ＰＣＢ上の素子を保護するのに役立ち、ＰＣＢ積層体における一又は複数の材料層す
なわち積層体の外表面上又は積層体の内側層上に堆積できる如何なる形態でもよい。更に
、所与のＰＣＢ積層体における選択的に堆積された過渡材料は、積層体における過渡材料
が堆積される場所に依存した異なる特性を持ち得る。
【００１５】
　図２は、過渡からの保護が必要とされる回路の二つの接触領域ＡとＣの間のポリマー領
域（過渡保護領域）を示す図である。図２において、シンボルＢは、選択的に堆積された
埋め込み過渡保護材料の領域を示す。図２において、領域Ａと領域Ｃは、過剰電流又は過
剰電圧からの保護を必要とする回路に過渡保護ポリマーが取り付けられた二つの接触領域
を図式的に示す。領域Ａ，Ｂ，Ｃは、離散点というよりも所与のＰＣＢ積層体内の体積領
域である。
【００１６】
　ある実施形態では、選択的に堆積された過渡保護材料は、その材料が正及び負の双方の
過渡をクランプする特性を持つように、双方向に振舞う。図３Ａは、選択堆積された過渡
保護材料によって提供される電圧クランピングを示すグラフである。双方向の保護を提供
する選択堆積された過渡保護材料の抵抗は、図３Ａに示すように印加電圧に応答して変化
する。
【００１７】
　図３Ａにおいて、抵抗は曲線３０２の勾配で示される。急な勾配は、高い抵抗に対応す
る。同様に、ゆるい勾配は低い抵抗に対応する。通常の動作中、過渡保護領域にかかる電
圧は低く、対応する抵抗は高い。しかしながら、過渡保護領域が高い過渡電圧事象に遭遇
したとき、過渡保護ポリマー材料の抵抗は減少し、結果として更に大きな電流が過渡保護
領域を通過できるようになる。過渡保護領域における抵抗の減少は、過渡電圧を安全なレ
ベルにクランプする一方で、過渡電圧に関連する電流を近くの低インピーダンス基準平坦
領域に向けることによって、過渡電圧のピークエクスカーションを制限する。当業者に知
られているように、低インピーダンス基準平坦領域は、殆どの場合にシャーシ設置面であ
るが、電力分散面、信号面、Ｖ接地面、アナログ接地面、デジタル接地面、又は低電圧電
力分散面とすることができる。
【００１８】
　図３Ｂは、ある実施形態において、電圧レベルを制限する目的での過渡保護材料の配置
を示す。図３Ｂは、過渡保護材料３０８は、導電材料３０４と低インピーダンス基準面３
０６の間に並列に配置されている。
【００１９】
　図４Ａは、選択的に堆積された過渡保護材料によって提供された電流クランプを示すグ
ラフである。図４Ａにおいて、抵抗は曲線４０２の勾配で示される。同様に、ゆるい勾配
は低い抵抗に対応する。通常の動作中、過渡保護領域の抵抗は低い。しかしながら、過渡
保護領域が高い過渡電流に遭遇したとき、過渡保護ポリマー材料の抵抗は増加し、結果と
して過渡保護領域を通過する電流を少なくする。そして、過渡保護領域の抵抗の増加は、
ピーク電流を安全レベルに制限する。
【００２０】
　図４Ｂは、ある実施形態において、電流レベルを制限する目的での過渡保護材料の配置
を示す。図４Ｂは、過渡保護材料４０４は、信号面４０５と直列に配置されている。
【００２１】
　平坦過渡保護材料がＰＣＢに渡って選択的に堆積されているとき、多くの保護点がＰＣ
Ｂに同時に取り込まれる。図５Ａは、回路の一部に接触するために選択堆積された過渡保
護材料を用いた過渡からの回路配線の保護を示す図である。図５Ａは、ＰＣＢ領域５００
、犠牲回路５０４、犠牲回路基準５０６、及び、埋め込み保護領域５０８を示す。説明の
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ために、過渡電圧５０２が犠牲回路５０４においてＰＣＢ領域５００に入力されると仮定
する。過渡保護領域５０８は、インターコネクトの中央で結合される。過渡保護領域５０
８が過渡電圧５０２に晒されるとき、過渡保護領域５０８はピーク電圧を安全レベルにク
ランプするように作動する。過渡電圧５０２に起因する過度の高レベル電流は、接地面又
は電力面等となり得る犠牲回路基準に短絡される。言い換えると、過渡事象に関連する過
度の電流は、低インピーダンス基準面に向けられる。
【００２２】
　図５Ｂは、選択堆積された過渡保護材料で保護されていない領域の非安全電圧レベル、
及び、選択堆積された過渡保護材料で保護された領域のクランプ電圧レベルを示すグラフ
である。図５Ｂは、縦軸５０９ａが電圧を示し、横軸５０９ｂが電流を示すグラフである
。過渡電圧５０２のような過渡電圧がＰＣＢに入力されると、電圧レベルは非安全レベル
５１０になる。しかしながら、過渡電圧が過渡保護領域５０８のような過渡保護領域に遭
遇するとき、電圧は安全レベル５１２にクランプされる。
【００２３】
　ＰＣＢにおける過渡保護材料の使用は、二つの重要な側面を含む。第一に、過渡保護材
料は、最適には、ＰＣＢ積層体内に配置される必要がある。第二に、堆積されたＶＳＤＭ
又は過渡保護材料を回路に接続するために使用される導電配線及びビア形状が追加されな
ければならない。
【００２４】
　ある実施形態では、過渡保護材料は、積層体及びコアの表面に選択的に堆積することが
できる。過渡保護材料の選択的な堆積は、スクリーン印刷、ステンシル、ニードルディス
ペンス、インクジェット等を通じて達成することができる。選択堆積のそのような方法は
、適切な硬化方法を用いて後に硬化される、ＶＳＤＭ又は過渡保護材料の所定の体積及び
形状を堆積する。可変性能ポリマーの堆積は、ＰＣＢ内の同一層又は異なる層に堆積され
る。この堆積は選択的であるため、必要な材料の量が少なくなり、これによりコスト削減
を達成する。図６及び図７に示す構造体の製造技術は、個々の形態によって異なり得る。
【００２５】
　図６及び図７は、選択的に堆積された過渡保護材料の少なくとも一つの領域を含む構造
体を示す。図６は、ＰＣＢの同一面にコーティングされた、分散面の各導電部の間、又は
、各分散面の間に、選択的に堆積される過渡保護材料を示すブロック図である。図６は、
過渡保護材料６０４が選択的に堆積される導電材料層６０２を示す。また、図６は、誘電
体材料層６０６も示している。
【００２６】
　図７は、導電部の間に選択堆積された過渡保護材料及びＰＣＢの同一面にコーティング
されたビアパッドを示すブロック図である。図７は、銅材料のような導電部７０２と導電
面のビアパッド７０６とを示す。導電面は、誘電体材料７０８の上に配置されている。図
７及び図８Ａの構造体は、様々な形式で積層することができ、そのため、選択堆積された
過渡保護材料は、ＰＣＢ積層体の表面、又は、積層体の内側層に堆積することができる。
【００２７】
　図８Ａは、導電面上の銅材料の二つのセクションなどの導電部の間に選択的に堆積され
た過渡保護材料を示すブロック図である。特に、図８Ａは、導電層８０４と導電層８０８
の間に選択的に堆積された過渡保護ポリマー８０２を含む過渡保護領域の断面を示す。ま
た、図８Ａは、誘電体材料層８０６も示す。また、図８Ａは、ＶＳＤＭ又は過渡保護材料
がそれぞれ導電箔８０４，８０８に接触する接触領域Ａ及びＣも示す。図８Ａの構造体は
、二つの導電領域が互いに隣接し非導電領域で分離された様々な回路トポロジーのために
、過渡保護を提供する。そのような領域は、フォトリソグラフィックイメージング及び科
学的エッチングなどのＰＣＢ製造分野で当業者に知られた伝統的プロセスによって形成で
きるが、レーザディレクトイメージング又はレーザストラクチャリングなどの他の方法で
形成することもできる。回路トポロジーの例には、これに制限されるわけではないが、分
散層に埋め込まれた伝送ライン構造が含まれる。他の非制限的な例には、スロットライン
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、コプレナー導波管、エッジカップルド・デファレンシャル・ペア・トランスミッション
ライン、並びに、分散面の異なる接地及び電力の領域を分離させる非導電領域のモートが
含まれる。
【００２８】
　図８Ｂは、電圧レベルを制限する目的でのＶＳＤＭ又は過渡保護材料の配置を示す図８
Ａの回路図である。詳しくは、図８Ｂは、導電箔８０８に近接した導電箔８０４を備える
回路を示す。ＶＳＤＭ又は過渡保護材料８０２は、導電箔８０４と導電箔８０８の間を掛
け渡すために堆積されている。
【００２９】
　図９Ａは、ビアパッドを有するビアアンチパッドを渡る選択的に堆積された過渡保護領
域を示すブロック図である。アンチパッド及びビアパッドは、ＶＳＤＭ又は過渡保護材料
が選択的に堆積された接地面（これには限定されない）内に環体を形成する。このような
形状は、銅クラッド積層コア上のＰＣＢ製造に共通する印刷及びエッチング処理を用いる
ことで得られる。銅クラッド積層コアは、ここではコア層構造体としても言及される。銅
クラッド積層コアは、樹脂含有ファイバガラス、ランダムガラス、又は、Ｄｕｐｏｎｔ 
Ｔｈｅｒｍｏｕｎｔなどのファイバ合成体とすることができ、或いは、Ｄｕｐｏｎｔ　Ｋ
ａｐｔｏｎなどのフィルムベース材料とすることができる。ビアパッド領域及びアンチパ
ッド領域は、銅とＶＳＤＭの境界の間の接触抵抗を低減するために、貴金属又は他の堆積
物でコーティングすることができる。図９Ａは、ビア構造体９０６のアンチパッド領域９
０４をビアパッド９０８と掛け渡す過渡保護領域９０２の断面を示す。また、図９Ａは、
過渡保護材料がそれぞれビアパッド９０８及び導電材料９１２と接触する接触領域Ａ，Ｃ
を示す。このような構造体は、保護されるべき回路の導電部分がＰＣＢ積層体の内側層に
配されるか、或いは、保護されるべき回路の導電部分がＰＣＢ積層体の異なる層における
過渡保護領域である、様々な回路トポロジーのための過渡保護を提供するために使用され
る。選択堆積されたＶＳＤＭ又は過渡保護材料を有する各コア層構造は、その業界で知ら
れた従来技術を用いてプリント回路基板に積層される。このようにして、ＶＳＤＭ又は過
渡保護材料は、ＰＣＢ積層体に埋め込まれる。スルーホールをＰＣＢ積層体に形成するこ
とができる。スルーホールを銅でめっきしてもよい。後に敏感な素子が形成され埋め込み
過渡保護素子に接続されるパッドに接続するために、外側回路を製造してもよい。
【００３０】
　図９Ｂは、電圧レベルを制限する目的でのＶＳＤＭ又は過渡保護材料の配置を示す図９
Ａの回路図である。詳しくは、図９Ｂは、ビアパッド９０８に近接した導電箔９１２を備
える回路を示す。ＶＳＤＭ又は過渡保護材料９０２は、導電箔９１２とビアパッド９０８
の間の領域を掛け渡すために堆積されている。
【００３１】
　図１０Ａは、ビアパッドを有さないビアアンチパッドを渡る選択堆積された過渡保護領
域を示すブロック図である。図１０Ａは、ビアパッドを有さないビア構造体１００６のア
ンチパッド領域１００４を掛け渡す過渡保護領域１００２の断面を示す。そのような構造
体は、非機能的なパッドが設けられていない回路のための過渡保護を提供するために用い
ることができる。
【００３２】
　図１０Ｂは、電圧レベルを制限する目的でのＶＳＤＭ又は過渡保護材料の配置を示す図
１０Ａの回路図である。詳しくは、図１０Ｂは、ビア構造体１００６に近接した導電箔１
０１２を備える回路を示す。ＶＳＤＭ又は過渡保護材料１００２は、導電箔１０１２とビ
ア構造体１００６の間を掛け渡すために堆積されている。
【００３３】
　コア層構造体のある形態では、誘電体の厚さは、約４ミル未満である。誘電体の一方の
面の導電箔は、接地面であり、誘電体の他の面の導電箔は、電力面である。そして、コア
層構造体は、選択的な過渡保護だけでなく埋め込み分散キャパシタンスの追加的な利点を
有している。更なる利点は、電力導電層を接地導電層に近付けることによって、面インダ
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クタンスを減少できることである。言い換えると、誘電体層が薄くなるにつれて、キャパ
シタンスが増加してインダクタンスが減少する。キャパシタンスを増加させてインダクタ
ンスを減少させることで、より静かな電力分散システムが得られ、これは高い周波数でク
リアな信号を実現できる。分散キャパシタなどの幾つかの素子をＰＣＢの表面から更に除
去し、コスト削減を図ることができる。
【００３４】
　この埋め込み平坦キャパシタで生成されたキャパシタンスの量は、過渡保護材料と合成
体に用いられる誘電体の誘電率、電力－接地導電層ペアの平坦領域、及び、合成体の厚さ
に依存する。この構造体によって得られるキャパシタンスの合計は次のようにして計算さ
れる。
Ｃ＝０．２２４４εγＡ／ｄ
ここで、Ｃ＝静電容量（ピコファラド）、Ａ＝面積（スクエアインチ）、εγ＝比誘電率
、ｄ＝誘電体の厚さ（インチ）である。
【００３５】
　注意すべきは、ここで述べる導電材料の厚さ、樹脂及び過渡保護材料の種類、並びに、
誘電体材料の強化又は非強化の有無は、過渡保護を有する埋め込み分散キャパシタにも適
用されることである。
【００３６】
　以上のように、本発明の実施形態を、態様ごとに異なり得る様々な具体的詳細を参照し
て説明した。明細書及び図面は、制限的な意味ではなく例示として扱われるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１Ａ】導電保護リングで保護されたプリント回路基板を示す図である。
【図１Ｂ】図１ＡのＰＣＢ１０２の１Ｂに沿う断面図である。
【図２】過渡からの保護を必要とする回路の二つの接触領域の間のポリマー領域を示す図
である。
【図３Ａ】埋め込み過渡保護材料により得られる電圧クランプを示すグラフである。
【図３Ｂ】ある実施形態において、電圧レベルを制限する目的での過渡保護材料の配置を
示す図である。
【図４Ａ】選択的に堆積された過渡保護材料によって得られる電流クランプを示す図であ
る。
【図４Ｂ】ある実施形態において、電流レベルを制限する目的での過渡保護材料の配置を
示す図である。
【図５Ａ】回路配線の一部と接触するために選択的に堆積された過渡保護材料を用いた過
渡からの回路配線の保護を示す図である。
【図５Ｂ】選択的に堆積された過渡保護材料によって保護されない領域の非安全電圧レベ
ル、及び、選択的に堆積された過渡保護材料で保護された領域のクランプ電圧レベルを示
すグラフである。
【図６】ＰＣＢの同一層にコーティングされた、分散面における各導電部の間又は各分散
面の間に選択的に堆積された過渡保護材料を示すブロック図である。
【図７】ＰＣＢの同一層にコーティングされた、各導電部の間に選択的に堆積された過渡
保護材料とビアパッドとを示すブロック図である。
【図８Ａ】導電面上の銅材料の二つの部分のような導電部の間に選択的に堆積された過渡
保護材料を示すブロック図である。
【図８Ｂ】ある実施形態において、電圧レベルを制限する目的での過渡保護材料の配置を
示す図である。
【図９Ａ】ビアパッドを有するビアアンチパッドを渡る過渡保護領域を示すブロック図で
ある。
【図９Ｂ】ある実施形態において、電圧レベルを制限する目的での過渡保護材料の配置を
示す図である。
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【図１０Ａ】ビアパッドを有さないビアアンチパッドを渡る過渡保護領域を示すブロック
図である。
【図１０Ｂ】ある実施形態において、電圧レベルを制限する目的での過渡保護材料の配置
を示す図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１０２…プリント回路基板、１０４…導電保護リング、１０６…コネクタ、１０８…分
散型過渡保護デバイス、１１０…オンチップ過渡保護デバイス、３０４…導電材料、３０
６…低インピーダンス基準面、３０８…過渡保護材料、４０４…過渡保護材料、４０５…
信号面、５０２…過渡電圧、５０４…犠牲回路、５０６…犠牲回路基準、５０８…保護領
域、５０８…過渡保護領域、６０２…導電材料層、６０４…過渡保護材料、６０６…誘電
体材料層、７０２…導電部、７０６…ビアパッド、７０８…誘電体材料、８０２…過渡保
護ポリマー（過渡保護材料）、８０４，８０８…導電箔（導電層）、８０６…誘電体材料
層、９０２…過渡保護領域、９０４…アンチパッド領域、９０６…ビア構造体、９０８…
ビアパッド、９１２…導電箔、１００２…過渡保護材料、１００４…アンチパッド領域、
１００６…ビア構造体、１０１２…導電箔。
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